128Mx72bits

SanMax Technologies Inc. DDR SDRAM Buffered DIMM

SMD-1G48W

DESCRIPTION

W 64M x 8bit
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Functional Block Diagram

/RCS1
/RCS0
DQST—A : DAS4——— v\
DMO AN —p , | DM4 AN — , , ,
DM /cS DQS| [pbm /cs Das ] DM /cs Das| [pbm  /cs Das
DQ0 —W— 1/0 0 H 1100 DQ3. /00 1 /00
DQ1 —VV— 110 1 ] 101 DA3T—WVV 101, 1101 3
pa2 —W\— o2 DO wo2 D9 DQ34—M\— 0 2 O 1o 2
DQ3 1103 1 10 3 Desm 110 3 ] o3
DQ4 110 4 ] o4 DQ36__yy” 11104 ] o4
— A m
DQ5 1/0 5 ] wos DQ37__\\” [ 1/05 ] vos
DQ6 106 |l 1o6 DQ38—\ A | 1/06 L]l oe
DQ7 —A—{ 1I07 Ll o7 DQ3—\A— /107 — 1107
DQSt—A I T I DQS5—W\. I I I
DM!1 T - I | | DMS N —1 | ]
DM /CS DQS DM /CS DQS Q40— DM /CS DQS DM /CS DQS
DQ8 —\A— 110 0 — oo DQ4 1/00 -] oo
DQ9 — N\ /0 1 ] 101 DQ4T—M\— /O 1 D5 ] 101
DQ1I0—W—{ ;52 D1 H 152 D10 DQ4Z— VM 1102 o2 D14
DQIT_ VYV 1103 | o3 DQ43 V1 1/03 1 o3
DQ12__V1 110 4 | o4 DQ44__ "\~ 11/0 4 ] vo4
DQ13_\\" | 1105 ] 1os DQ45__\'\"_11/05 ] vos
DQ14—AA"—] 10 6 M o6 DQ46—q\,— 1/0 6 L] 106
DQ15—A\A— 110 7 H o7 DQ47—AA—] /0 7 H o7
DQS2Z——W\ — ' DAS6—— W\ — '
DM2 W —1 | | | DM6 W | | | | |
DM /cS DQS| [pbm /cs Das DA DM /CcS Das| [bm /cs Das
DQ16—\— /100 /00 1/0 0 /00
DQI7—M\— /0 1 Juo1 D4V 1101 e 101 15
pQ1e—VW— 102 D2 o2 D11 005% 110 2 Jo2
DQ19_ V1103 o3 DQSTVMV /0 3 103
DQ20 /0 4 o4 DQ52__\ 1 1/0 4 L 1o4
— A\ — — DQ5
DQ21__\'\" 11/05 L los 3 A 1I05 | |1/05
DQ2! 106 Ll oe DQ54—~\ A, | /106 [ lwoe
DQ23—\A— 110 7 o7 DQS5—A—{ lI0 7 H o7
DQS3— A\ | | I DQSF—W\ | | I
DM3 AN—T | | , | | DM7 N — | , , | |
DM /cS Das| [bm  /cs Das DM /cS DQS|[bm /cs Das
DQ2—\A— 10 0 Voo DQ56—\A— /0 0 = /00
DQ25—M— /0 1 ] /o1 DQ57 VA /0 1 /o1
pa26—W\— 02 D3 o2 D12 pass— W\ — o2 D7 o2 D16
DQ2 1103 o3 DQ59__ V" 1/0 3 ] vo3
DQ28__\\ /04 o4 DQ60 104 L1104
DQ29__\47 1105 [ { Vo5 D61\ 1105 ] wos
DQ30—AA7] 10 6 woe DQ62—~ A, 1 1/06 os
DQ31+—AA— 1107 /o7 DQ63—AA,— 110 7 H o7
DQsa ., I I T
DM8 Mg I I L | | Serial PD
DM /cs Das||[bm /cs Das
CBO —\A—1/00 1100 SVS,';_) <> spA
CB1 VA~ 1/01 ] 1VO01 AO A1 A2
cB2 —W\— o2 D8 Juo2 D17 C |
CB3 1103 BREE —
A SA0  SA1 SA2
CB4 104 1o 4
CB5 __V2" 1105 [ 1vos
CBE —\n,—{ 106 4 /06 VDDSPD «  SPD
CB7 —A— I/I07 o7 ]
vDDQ - DO - D17
VDD DO - D17
VREF TT ' DO - D17
— Vss T DO - D17
/CS0 —AA—] — /RCSO -->/CS0 : SDRAMs D0-D8 VDDID
[C81  —"\A— — /RCS1-->/CS1: SDRAMs D9 - D17 Strap:see Note 4
BA0-BAT —\A— — RBAO-RBA1--> : BAO-BA1:SDRAMs D0-D17
AO-A12 —AAN — R RAO -R A12 -->A0 - A12 : SDRAMSs DO - D17 Notes:
IRAS ] | /RRAS-->/RAS: SDRAMs DO - D17 1. DQ-to-1/O wiring may be changed within a byte
[CAS \\— E [ /RCAS-->/CAS: SDRAMs D0 - D17 2. DQ/DQS/DM/CKES relationships must be
CKEO —W— G [— RCKEO --> CKE : SDRAMs DO - D8 maintained as shown
CKE1 | [ RCKE1->CKE: SDRAMs DS-D17 3. DQ/DQS resistors should be 18 Ohms
WE  —W— — /RWE --> WE : SDRAMs DO - D17 : : o
4. VDDID strap connections(for memory device VDD, VDDQ);

P e
/PCK

CKO, /CKQ -------- PLL*
* Wire per clock loading table/wiring diagrams

Strap out :(open) : VDD=VDDQ

Strap In (Vss) : VDD£VDDQ
5. /RS0 and /RS1 alternate btw the back and front sides of the DIMM
6. Address and control resistors should be 22 Ohms




